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１．概要（Summary） 

ナノインプリント(NIL)プロセスにおいて、プリント後にパ

ターン間の残膜(RL)除去が必要であるが、残膜除去が不

十分な場合、次のエッチング工程でそれがマスクとなって

エッチング残渣が発生してしまう。(Fig. 1) 
そこで、残渣対策として、ある程度オーバーエッチが必要

となるが、過剰に行うとパターン形状が崩れてしまうので、

残膜除去に関して細かなエッチング制御が必要となる。 

そのため、今回は残膜を完全に除去し且つパターン形

状も維持出来るような残膜処理条件の最適化を行った。 

 

 
 
 

 
Fig. 1 Patterning result after NIL process 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
汎用高品位 ICP エッチング装置 

【実験方法】 
ナノインプリントプロセスフローは、下記のとおり。 

① Bottom Layer(BL) を 塗 布 し 、 そ の 上 に Top 
Layer(TL)を積層 

② ナノインプリントで TL をパターニング 
③ パターン間の残膜をプラズマで除去 
④ TLをマスクにしてBottom Layerをプラズマエッチン

グ 
上記フローで、①～②でサンプルを作成し、③の処理

条件を最適化した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
エッチング条件を最適化することで、形状を保持しつつ

残渣がない TL パターン形成が可能となった。(Fig. 2) 
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Fig. 2  Patterning result after RL etching 
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